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(54) ЭЛЕМЕНТ РЕКТЕННЫ
(57) Изобретение относится к радио-
технике и предназначено для использо-
вания в системах беспроводной переда-
чи энергии. Цель изобретения - повы-
шение надежности и упрощение конст-
рукции. Элемент ректенны содержит
излучатель 1, подключенный к его
выходным клеммам, диод 3 Шоттки, на-
грузку 4, фильтр 5 четных гармоник,
который состоит из четвертьволнового
отрезка (ЧВО) линии 6 передачи и бло-
кировочного конд-ра 7. Для достижения
цели излучатель 1 выполнен в виде

' микрополосковой антенны прямоугольной
формы г размером стороны 1=0,5 <^,
где A.f - длина волны в диэлектрике
подложки на частоте первой гармоники.
Снижение входного сопротивления из-
лучателя 1 в точке подключения дио-
да 3 на частоте третьей гармоники
обеспечивается за счет смещения клемм
излучателя 1 относительно края к ее
центру на расстояние l^=0,5(l-^j),
где Aj - длина волны в диэлектрике
подложки на частоте третьей гармони-
ки, а также выполнение пазов в месте
подключения ЧВО линии 6 на глубину,
равную Ц , и ширину, равную половине
ширины ЧВО линии 6. Повышенное значе-
ние КПД элемента ректенны реализует-
ся при выборе толщины диэлектрической
подложки из условия h>0,052^4. Повы-
шенная надежность и простота кон-
струкции достигаются благодаря выпол-
нению элемента ректенны в микрополос-
ковой конструкции, т.е. без навесных
элементов. 2 ил.
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Изобретение относится к радиотех-

нике и предназначено для использова-

ния в системах беспроводной передачи

энергии.

Целью изобретения является повыше-

ние надежности и упрощение конструк-

ции.

На фиг. 1 приведена структурная

схема элемента ректенны; на фиг. 2 -

разрез А-А на фиг, 1.

Элемент ректенны содержит микро-

полосковый излучатель 1, подключен-

ный к его выходным клеммам 2
f
 диод 3

Шоттки, нагрузку 4, фильтр 5 чет-

ных гармоник, который состоит из чет-

вертьволнового отрезка линии 6 пере-

дачи и блокировочного конденсатора 7.

Элемент ректенны работает следую-

щим образом.

Напряжение, наводимое падающим

полем на клеммах 2 микрополоскового

излучателя 1, частично преобразуется

с помощью диода 3 Шоттки в постоян-

ный ток, выделяемый в нагрузке 4, На 25

диоде 3 также образуется напряжение

высших гармоник. На частотах четных

гармоник излучение резко ослабляется,

благодаря закорачивающему действию .

фильтра 5 четных гармоник, включен-

ного между диодом 3 и нагрузкой 4.

Ослабление излучения на частоте тре-

тьей, наиболее интенсивной, гармони-

ки достигается путем снижения вход-

ного сопротивления микрополоскового

излучателя 1 в точке подключения дио-

да 3 на частоте третьей гармоники.

Это обеспечивается за счет смещения

клемм 2 микрополосковой .антенны 1

относительно края к ее центру на

расстояние 1
4
 =О,5(1-7іь), где Т\ъ~ дли-

на волны в диэлектрике подложки на

частоте третьей гармоники, а также

выполнения пазов в месте подключения

четвертьволновой микрополосковой ли-

нии 6 на глубину, равную 1^, и шири-

ну, равную половине ширины проводни-

ка' четвертьволновой микрополосковой

линии 6. Повышенное значение КПД

А-А

элемента ректенны реализуется при

выборе толщины диэлектрической под-

ложки из условия h£-0,052 длины вол-
ны в диэлектрике подложки на частоте

первой гармоники.

Повышенная надежность и простота

конструкции при сохранении высокого

КПД элемента ректенны достигаются

благодаря его выполнению в микропо-

лосковой конструкции, т.е. без на-

весных элементов.

15 Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

Элемент ректенны, содержащий излу-

чатель с подключенным к его выходным

клеммам диодом Шоттки, нагрузку и

фильтр четных" гармоник, включенный

между нагрузкой и диодом Шоттки и вы-

полненный в виде четвертьволнового

отрезка линии передачи с подключен-

ным на его конце блокировочным кон-

денсатором, о т л и ч а ю щ и й с я

•Тем, что, с целью повышения надеж-

ности и упрощения конструкции, эле-

мент ректенны "выполнен в виде микро-

полосковой конструкции, при этом из-

лучатель выполнен в виде микрополос-

ковой антенны прямоугодьной формы с,

размером стороны 1=0,5^
4
» где /U -' ,

длина волны в диэлектрике подложки

на частоте первой гармоники, причем

выходные клеммы микрополосковой ан-

тенны размещены на ее продольной оси

и смещены относительно края антенны

к ее центру на расстояние 1
4
 =0,5(1-

-Aj) , где 7U - длина волны в диэлект-

рике подложки на частоте третьей

гармоники, а в месте подключения чет-

вертьволновой микрополосковой линии

к выходным клеммам антенны выполнены

пазы, прилегающие к ее кромкам, на

глубину, равную 1^, и ширину, равную

половине ширины проводника четверть-

волновой микрополосковой линии, а ши-

рина диэлектрической подложки выбра-

на из условия h £»0,052JU.
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